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１．概要（Summary） 

 我々が２００２年の International Electron Devices 

Meetingで報告したガラス上に単結晶シリコンを形成する

技術 1)を広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所

の微細プロセスを利用して微小領域に展開し、単結晶化

の歩留まりを上げ、将来的にはガラス基板上に単結晶シリ

コン TFT を形成するための基礎技術の確立を目指す。

現在は条件出しの段階であり、微小領域に如何にして提

案技術を展開するか、試行錯誤の段階である。 

２．実験（Experimental） 

単結晶化を目指すチャネルに相当する微小領域の周

辺に熱浴を設けることにより、チャネル領域に優先的な核

形成が生じないように工夫し、さらにラテラル成長を引き

継ぐことにより単結晶化を行う。Fig. 1 は如何にして単結

晶化が実現されるかに関するメカニズムを説明したもので

ある。また、Fig. 2 は単結晶化領域の断面構造の一例で

ある。 
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Fig. 1. Principle of single-Si growth 
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Fig. 2. Cross sectional structure of sample 

 各種成膜とエッチングは東北学院大学で行い、設

計・T-CAD用ワークステーションでパターンを作製し、

マスクレス露光装置を用いた露光を広島大学ナノデ

バイス・バイオ融合科学研究所で行うことにより研究

を進めている。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

現在は条件出しの段階であり、マスクの設計変更、各種

膜厚の変更を行いながら、条件をつめている段階である。

結晶化の一例を Fig. 3 に示す。 

 

 

Fig. 3. Experimental result 

単結晶化されるべき領域に結晶粒界が存在し、単結晶

化が実現できているとは言い難い。今後さらに検討を進め

ていく。 
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